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V,: tension thermique

_ T : température (K)
Vo - kT / € k: Constante de Boltzmann
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L o D ) PARAMETRES IMPORTANTS :

- Ve Towax 5 Vimax - Bande-passante / temps de réponse
( MO DELE SIMPLE \ \_- P, : puissance totale dissipable - Capacité (souvent parasite) )

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
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R : résistance de protection en courant
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PHOTODIODE
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Montage simple Vs=Rpyp- Iphoto

- Bande-passante limitée
Capacité intrinseque de la photodiode

Vs - Sensible a I'impédance d’entrée
du montage aval
Montage transimpédance Vie=Ryp- Iphom

+ Bande-passante améliorée

+ Moins sensible a la capacité
intrinséque de la photodiode

- Apparition d'une résonance
Gain-peaking / ALI
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